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※概要（Summary）： 
超伝導素子を用いた量子ビットは、素子の集積化やパラ

メータの制御が比較的容易であることから、量子計算機を

実現するうえで工学的に大きな利点を持っている。超伝

導量子ビットを実現するためには、1 μm 以下の微小なジ

ョセフソン接合を再現性良く作製する技術の確立が求め

られる一方で、素子構造としては、超伝導回路の設計の

柔軟性を高めるために超伝導体/トンネルバリア/超伝導体

の三層からなる積層薄膜をもとに作製する積層型を採用

することが望ましい。報告者はこのような微小積層型接合

の作製プロセス開発に取り組んでおり、微細加工の一部

で NPF の設備を利用している。 
※実験（Experimental）： 
利用した装置: i 線ステッパ 
Al/AlOx/Al積層薄膜はdcマグネトロンスパッタリング装置

で成膜した。電子線描画法と Cl 系反応性イオンエッチン

グ(RIE)を用いた接合の形成、i線ステッパとCl系RIEを

用いた下部 Al 配線の微細加工、および層間絶縁層の成

膜はナノデバイスセンターで実施した。接合上部のコンタ

クト形成には CMP と RIE を組み合わせた平坦化法を用

いた。配線や via ホールなどの比較的大きなパターン形成

には NPF の i 線ステッパを用いた。上部 Al 配線の加工に

は Ar イオンミリングを用いた。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
直径が最少0.1 μmから最大5 μmの接合を作製した。完成

した接合のレーザ顕微鏡像を Fig.1 に示す。これまでのとこ

ろ、1 μm 以上の比較的大きな接合において明瞭な超伝導

ギャップ構造を持つ良好な I-V 特性を確認している。 
 
※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
サブミクロン接合の作製プロセス・評価方法の確立 
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Fig. 1. Laser microscope image of Al/AlOx/Al 
junction 


